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1. 研究背景 

高品質な a-Si:H やc-Si:H を用いたシリコン

ヘテロ接合(SHJ)太陽電池は高い変換効率を示

す。SHJ 太陽電池の正孔選択層には p-a-Si:H や

p-c-Si:H[1]が主に用いられる。しかし、a-Si:H

やc-Si:H形成には強い爆発性を有する SiH4を

原料とする CVD法が広く用いられる。そこで、

我々の研究グループは Ar と H2 のみで形成が

可能なスパッタ法による p-c-Si:H の作製と

SHJ太陽電池応用に注目した。 

スパッタ法による p-c-Si:H は、Siターゲッ

ト上にホウ素(B)の粒を置きドーピングを行う

方法で 1 S/cm程度の導電率を有する p-c-Si:H

薄膜が得られることが報告されている[2]。た

だし、この手法では粒の大きさなどによりドー

ピング量が変わってしまう可能性がある。 

そこで、本研究では高濃度 B ドープ Si ター

ゲットを用いて p-c-Si:H 薄膜を作製し、その

特性を評価した結果を報告する。 

2. 実験方法 

ガラス基板上(Corning EAGLE XG)に、マグネ

トロンスパッタ装置を用いて p-c-Si:H 薄膜を

形成した。スパッタターゲットには Si-B の混

合ターゲットを使用し、含有比は Si:B = 95:5で

ある。スパッタガスには Ar と H2 を使用し、

H2/(Ar+H2)は 55 %とした。基板温度は 150℃、

RF電力は 150 Wに固定し、成長圧力を 6–12 Pa

の範囲で変化させた。膜厚測定には分光エリプ

ソメトリ、結晶性の評価にはラマン分光法を用

いた。試料上に Al コプラナ電極を形成し、電

気的特性を評価した。 

3. 実験結果 

Figure 1 に異なる成長圧力で形成した p-c-

Si:H 薄膜の導電率のアニール温度依存性を示

す。試料膜厚は 40–60 nm程度であり、全試料

結晶化していることをラマン分光測定により

確認している。成長圧力 10 Pa、8 Pa で成長さ

せた試料において、200–250℃のアニール処理

を施すことにより最大で 1 S/cm 程度の暗導電

率が得られている。この暗導電率は、本研究室

でPECVD法により作製した同程度の膜厚の p-

c-SiOx:H と同程度である。この結果より、高

濃度 B ドープ Si ターゲットを用いて高い導電

性を有する p-c-Si:H が作製可能であることが

明らかになった。SHJ 太陽電池応用に関しては

当日詳細に議論する。 
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Fig.1 Dependence of dark-conductivity on annealing 

temperature. 
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